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Repaso Vs
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independiente de f. relacionado con el condensador
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Algunos ndmeros...

Un chip con 10% puertas cronometrando

a 100 MHZ C =1fF
R, =10kQ
f =100x10°
V=5V

- 6 25 _15 6
P=10 %107 + 10 x25x100x<10
2%

= 10° [1.25 milivatios + 2.5 microvatios|

/ 1.25KW! 25w

i Ill‘lllllema! no estd mal
debe deshacerse de esto B V;
a f
reduzca Vg
SV -1V

25W = I150mWwW .
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Clave: no hay camino desde V; a GND
no hay potencia estdtica
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Para nuestro ejemplo anterior—
C =1fF V,=5V, f =100MHz, ]
P=CV. f
=J0" x5 %100 x10°
= 2.5 pvatios por puerta

P = 2.5 pvatios para el chip de puerta 10°

Puertas f P “deje
100 ~2.5 todo lo
105 MHz | vatios ¢Pentium? i.ljema'_s
300| ~15 \gual
2x106 MHz | vatios ¢PII?
600 ~30
2x10¢6 MHz | vatios ¢PII?
w240
8x10% | 1.2 GHz | vatios ¢PIII?
~1875
25x10°| 3 GHz | vatios cPIV?




Como reducir potencia

A Vs 5V 3V 1.8V 1.5V
~PIV = 170 vatios - mejor, pero alto

y utilice un disipador de calor grande

Desconecte el reloj cuando no se esté utilizando.

@ Cambie ¥V segin las necesidades.
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Fabricacion de un inversor CMOS
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Fabricacion de un inversor CMOS
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Fabricacion de un inversor CMOS
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Fabricacion de un inversor CMOS
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Fabricacion de un inversor CMOS

IV

ERES

= =

p-substrate

RS

= [ =

p-substrate

N

% S %

N

R

n-well

A

Yt

ln*JJ

p-substrate

Thick field oxide

Metal
Thick field oxide
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Se crea la
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